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ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない
場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文デー
タシートをご確認ください。
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DS90LV001
800Mbps LVDSバッファ

概要

DS90LV001は、LVDS入力信号からLVDS出力信号を生成す
るLVDS-LVDSバッファです。さまざまな大規模システムでは信号
をバックプレーンを介して分配する必要がありますが、スタブ長と
呼ばれるバックプレーン伝送線路から個々のカード上の無終端レ
シーバまでの配線長が、システムの動作速度を制限する 1 つの
要因となっています。一般にこのようなバス・システムの性能を高
めるにはスタブ長を可能な限り短くすべきとされていますが、実際
の装置設計ではさまざまな課題が存在し、設計者が望むとおりに
スタブ長を短くするのは容易ではありません。

LLP ( リードレス・リードフレーム・パッケージ ) でも提供される
DS90LV001 はサイズがきわめて小さいため、バス・レシーバとし
てメインの伝送線路のきわめて近くに配置でき、システム性能を高
められます。

DS90LV001 は入力ダイナミック・レンジが広く、LVDS の信号の
ほかに LVPECL仕様の差動信号を入力することも可能です。そ
の場合、デバイスは LVPECL-LVDSインタフェース変換器の役割
を果たします。

出力イネーブル・ピンを備えており、LVDS出力をTRI-STATEに
できます。

DS90LV001は 8ピンの LLP、SOICで供給されます。

特長

■ ＋ 3.3V単一電源
■ LVPECLレベルを入力できるLVDSレシーバ
■ TRI-STATE出力
■ ± 100mV以下のレシーバ入力のスレッショルド
■ 1.4ns (typ)の高速な伝搬遅延時間
■ 800Mbpsの低ジッタ完全差動データ・パス
■ 800Mbps における疑似ランダム・ビット列 PRBS ＝ 223 － 1
データ・パターンでのピーク・ツー・ピーク・ジッタ100ps (typ)

■ ANSI/TIA/EIA-644-A LVDS標準と互換
■ 8ピンSOIC、実装面積を小型化する (70％) LLPパッケージ
で供給

■ 産業用温度範囲

ピン配置図 
Top View

Order Number DS90LV001TM, DS90LV001TLD
See NS Package Number M08A, LDA08A

ブロック図 
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絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。

関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

推奨動作条件

電気的特性 
特記のない限り、推奨動作条件の電源電圧と動作周囲温度を対象 (Note 2、3)

電源電圧 (VCC) － 0.3V～＋ 4V

LVCMOS/LVTTL入力電圧 (EN) － 0.3V～ (VCC＋ 0.3V)

LVDSレシーバ入力電圧 (IN＋、IN－ ) － 0.3V～＋ 4V

LVDSドライバ出力電圧 (OUT＋、OUT－ ) － 0.3V～＋ 4V

LVDS出力短絡電流 連続

接合部温度 ＋ 150℃

保存温度範囲 － 65℃～＋ 150℃

リード許容温度 

    ハンダ付け (4秒 ) ＋ 260℃

最大パッケージ電力損失 (25℃ )
Mパッケージ 726mW
Mパッケージのディレーティング 25℃以上において

5.8mW/℃
LDAパッケージ 2.44W
LDAパッケージのディレーティング 25℃以上において

19.49mW/℃
ESD耐圧

(人体モデル、1.5kΩ、100pF) ≧ 2.5kV
(EIAJ、0Ω、200pF) ≧ 250V

最小値 代表値 最大値 単位

電源電圧 (VCC) 3.0 3.3 3.6 V
レシーバ入力電圧 0 VCC V
動作周囲温度 － 40 ＋ 25 ＋ 85 ℃
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AC 電気的特性 
特記のない限り、推奨動作条件の電源電圧と動作周囲温度を対象 (Note 3)

Note 1: 「絶対最大定格」とは、この値を超えるとデバイスの安全を保証できない値のことです。デバイスをこのリミット値で動作させることを意図しているわけでは
ありません。デバイスの実際の動作条件は「電気的特性」の表に規定されています。

Note 2: デバイス・ピンに流れ込む電流は正と定義されます。デバイス・ピンから流れ出る電流は負と定義されます。VOD、ΔVOD 以外の電圧はすべてグラウン
ドを基準としています。

Note 3: すべての "typ"値は、特記のない限りVCC＝＋ 3.3V、TA＝ 25 ℃のときです。

Note 4: 出力短絡電流 (IOS)は大きさを表し、マイナス符号は電流の流れる方向を表しています。

Note 5: パラメータは設計によって保証されています。リミット値は、素子性能のばらつき範囲 (プロセス、電圧、温度 )を含めた統計的な解析に基づいています。

Note 6: tSKD1、|tPLHD－ tPHLD|は同チャネルの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジにおける伝搬遅延時間の差の大きさをあらわしています。

Note 7: デバイス間スキュー tSKD3は、規定されている差動伝搬遅延時間の最小値と最大値の差として定義されています。本仕様は、双方のデバイスに同じ電
源電圧が供給されていて、動作温度範囲内で温度差が 5℃以内の場合に適用されます。

Note 8: デバイス間スキュー tSKD4 は、任意のデバイス間事象に対する差動チャネル間スキューとして定義されています。本仕様は、推奨動作温度と電圧範囲
全域に適用され、プロセスばらつきを含みます。 tSKD4は差動伝搬遅延時間の最大、最小の差の絶対値 |Max－Min|として定義されています。

Note 9: パラメータは設計によって保証されています。リミット値は、次の測定機器を用いて、素子性能のばらつき範囲 (プロセス、電圧、温度 )を含めた統計
的な解析に基づいています。HP8133A ( パターン・パルス・ジェネレータ )、5 フィートの RG142B ケーブルと被測定デバイスのテスト・ボード、および
HP83480A (デジタル・オシロスコープ・メインフレーム )とHP83484A (50GHzスコープ・モジュール )。HP8133Aに RG142Bケーブルを接続した場合、
tDJ＝ 21ps、tRJ＝ 1.8psです。
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DCテスト回路

FIGURE 1.   Differential Driver DC Test Circuit

FIGURE 2.   Differential Driver Full Load DC Test Circuit

ACテスト回路およびタイミング図

FIGURE 3.   LVDS Output Load

FIGURE 4.   Propagation Delay Low-to-High and High-to-Low
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ACテスト回路およびタイミング図 (つづき)

FIGURE 5.   LVDS Output Transition Time

FIGURE 6.   TRI-STATE Delay Test Circuit

FIGURE 7.   Output active to TRI-STATE and TRI-STATE to active output time
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DS90LV001ピン説明 (SOIC、LLP)

代表的なアプリケーション

Backplane Stub-Hider Application

ピン名 ピン番号 入出力 説明

GND 1 P グラウンド

IN － 2 I 反転レシーバ LVDS入力ピン

IN＋ 3 I 非反転レシーバ LVDS入力ピン

NC 4 未接続

VCC 5 P 電源 3.3V± 0.3V

OUT＋ 6 O 非反転ドライバ LVDS出力ピン

OUT－ 7 O 反転ドライバ LVDS出力ピン

EN 8 I イネーブル・ピン。ENが "LOW"のときドライバはディスエーブルとなりLVDS出力
は TRI-STATE (ハイ・インピーダンス )になります。ENが "HIGH"のときドライバは
イネーブルになります。入力は LVCMOS/LVTTLレベルです。

DAP NA NA ダイ・アタッチ・パッド (DAP) (LLPパッケージのみ )。DAPはデバイスの GNDにも
その他のピンにも接続されていません。放熱効率を高めるために、DAPを PCB の
グラウンド・プレーンに接続することを推奨します。
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Cable Repeater Application

アプリケーション情報

動作モード

DS90LV001は「スタブ長を隠蔽する」デバイスとして使用できま
す。さまざまな大規模システムでは信号をバックプレーンを介して
分配する必要がありますが、スタブ長と呼ばれるバックプレーン伝
送線路から個々のカード上の無終端レシーバまでの配線長が、シ
ステムの動作速度を制限する 1 つの要因となっています。一般
にこのようなバス・システムの性能を高めるにはスタブ長を可能な
限り短くすべきとされていますが、実際の装置設計ではさまざまな
課題が存在し、設計者が望むとおりにスタブ長を短くするのは容
易ではありません。LLP (リードレス・リードフレーム・パッケージ )
でも提供される DS90LV001 はサイズがとても小さいため、バック
プレーンの伝送線路のきわめて近く、またはカード・コネクタのきわ
めて近くに実装でき、その結果、スタブ長が短縮されシステム性
能の向上が図れます。DS90LV001 で信号をいったんバッファし
たあとは、本来の LVDSレシーバまでの配線を長くすることも可能
です。LLPパッケージは、SOICパッケージに比べ 75％の実装面
積を削減します。

入力フェイルセーフ

DS90LV001のレシーバ入力は、内部にフェイルセーフ・バイアス
回路を持っていません。ポイント・ツー・ポイント、またはドライブ
源が単一のマルチドロップ・アプリケーションでは、フェイルセーフ・
バイアスは必ずしも必要ではありません。ドライバがオフの時、リン
クはインアクティブとなります。フェイルセーフ・バイアスが必要な時
は、外付けの抵抗で実現できます。IN＋をVCC (3.3V)に 20kΩ
でプルアップし、IN －を 12kΩでグラウンドに接続します。この方
法はリンクに対して若干の正の差動バイアスを与えると、リンクを
"HIGH" レベルに確定させることができ、波形に対する影響もわ
ずかです。

プリント基板のレイアウトと電源のバイパス

DS90LV001 を搭載するプリント基板は、デバイスに対してノイズ
のない電源を供給するように、レイアウトと層構成を設計しなけれ
ばなりません。優れたレイアウトでは、不必要にノイズを拾ったり帰
還や干渉を最小にするために、高い周波数の信号および高レベ
ルの入出力信号の分離を行います。また、4～ 10ミル程度の薄
い誘電体材料を電源層とグラウンド層の間に挟むと、電源系の性
能を大きく改善できる場合があります。つまり、この方式によりプリ
ント基板の電源層の容量が増えるため、とくに高周波の電源ノイ
ズに対するフィルタ特性を改善する効果があり、併せて外付けバ
イパス・コンデンサの容量や配置に対する条件を緩やかにします。
外付けバイパス・コンデンサは、高周波セラミック・コンデンサとタ
ンタル電解コンデンサの両方を用いてください。高周波セラミック・
コンデンサの値は、0.01μF から 0.1μF の範囲を使用します。ま
た、タンタル・コンデンサの値は、2.2μFから10μFの範囲です。
タンタル・コンデンサの電圧定格は、使用する電源電圧の 5倍以
上にします。DS90LV001の各電源ピンと高周波バイパス・コンデ
ンサのハンダ・パターンには、2 つのスルーホールを設けることを
推奨します。スルーホールを 2つにすると、電源またはグラウンド
に対するインダクタンス成分が最高で 1/2に低減されるため、バイ
パス・コンデンサの実効周波数が向上します。

プリント基板の外層 (表面層 )はグラウンド・パターンで満たしてく
ださい。そのような外層にすると、信号間の分離とシールド特性
が改善され、電源層間の容量も増えます。効果を上げるために
は当然のこととして、外層のグラウンド・パターンをグラウンド層に
対して多くのスルーホールで接続する必要があります。まんべんな
く設けたスルーホールにより、電流リターン・パスが短くなるため信
号歪みが減少し、伝送線路の波形品質が改善されます。外層
では、グラウンド・パターンは信号またはハンダ・パッドに対して、
最も幅広の配線パターンの幅か信号層と電源層またはグラウンド
層との層間距離の、大きい方の間隔を空けなければなりません。
これにより、伝送線路のインピーダンス効果を最小限に抑え、部
品のハンダ・パッド近くでの好ましくない寄生容量を低減します。

またほかにも、LVDS 用のプリント基板を設計するときに従わなけ
ればならないガイドラインがあります。ガイドラインについては、弊
社のアプリケーション・ノートAN-1108を参照してください。また、
アプリケーション・ノートAN-1187には、LLPパッケージに関する
推奨事項が記載されています。
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代表的な性能特性

Output High Voltage vs
Power Supply Voltage

Output Low Voltage vs
Power Supply Voltage

Output Short Circuit Current vs
Power Supply Voltage

Differential Output Short Circuit Current vs
Power Supply Voltage
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代表的な性能特性 (つづき)

Output TRI-STATE Current vs
Power Supply Voltage

Differential Output Voltage
vs Power Supply Voltage

Power Supply Current
vs Frequency

Offset Voltage vs
Power Supply Voltage

Differential Output Voltage
vs Load Resistor

TRI-STATE Power Supply Current vs
Power Supply Voltage
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代表的な性能特性 (つづき)

Power Supply Current vs
Power Supply Voltage

Differential Propagation Delay vs
Power Supply Voltage

Differential Transition Voltage vs
Power Supply Voltage

Differential Propagation Delay vs
Ambient Temperature
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代表的な性能特性 (つづき)

Differential Skew vs
Power Supply Voltage

Transition Time vs
Power Supply Voltage

Differential Skew vs
Ambient Temperature

Transition Time vs
Ambient Temperature
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代表的な性能特性 (つづき)

Differential Propagation Delay vs
Differential Input Voltage

Differential Propagation Delay vs
Common-Mode Voltage

Peak-to-Peak Output Jitter at VCM ＝ 0.4V vs
Differential Input Voltage

Peak-to-Peak Output Jitter at VCM ＝ 2.9V vs
Differential Input Voltage
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代表的な性能特性 (つづき)

Peak-to-Peak Output Jitter at VCM ＝ 1.2V vs
Differential Input Voltage

Peak-to-Peak Output Jitter at VCM ＝ 1.2V vs
Ambient Temperature
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外形寸法図 単位はmillimeters

Order Number DS90LV001TM
See NS Package Number M08A

Order Number DS90LV001TLD
See NS Package Number LDA08A
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生命維持装置への使用について
ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
ここで、生命維持装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持あるいは
支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与
えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社
は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、付与するものではありません。
試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が
課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナ
ル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。
それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社
は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目
的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductorとナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。
Copyright © 2009 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。
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